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2556 – TECNOLOGIA DE MICROELECTRONICA 
 

  Datos identificativos de la asignatura 

Asignatura Tecnología Microelectrónica 
http://www.teisa.unican.es/teisa/classes/docencia/lomer/728/ 

Código 2556 

Departamento Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y 
Automática (TEISA) 

http://www.teisa.unican.es 

Área Tecnología Electrónica 

Tipo optativa 

Curso/Cuatrimestre 2/1 

Créditos BOE/Horas 
ECTS 

4.5/112,5 Horas de Trabajo Alumno 

Idioma de impartición ESPAÑOL 

Profesor Responsable Mauro Lomer 
lomer@teisa.unican.es 

matias.lomer@unican.es 

Otros Profesores  

 
 

  Conocimientos previos 

 
Componentes Electrónicos y Fotónicos 
 
 
 

  Objetivos y competencias a adquirir en la asignatura 

Objetivos generales Competencias 
 

Entender los fundamentos de los materiales 
utilizados en la tecnología microelectrónica y las 
técnicas de fabricación de componentes. 
Desarrollo de las diferentes tecnologías y 
procesos tecnológicos.  
Criterios de elección de materiales y 
tecnologías, así como el estudio de la fiabilidad 
de los mismos. Evaluación de la fiabilidad de 
fabricación de circuitos integrados. 

 
Elegir materiales semiconductores. 
Diseñar resistencias en capa gruesa. 
Cálculos de parámetros de depósitos de capas 
delgadas. 
Calcular los dopados del silicio por difusión e 
implantación iónica. 
Describir estructuras de diferentes componentes 
electrónicos y opto-electrónicos. 
Calcular la fiabilidad de circuitos integrados. 
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  Asignación de horas ECTS 

4,5 CREDITOS BOE: 112,5 horas de trabajo del alumno/cuatrimestre por asignatura 

HORAS           
PRESENCIALES: 

45 

CM 
Horas 

Magistrales/cuatrimestre= 
22,5

 
 

CT 
Horas              

Tutoradas/cuatrimestre =22,5 

 CM 
Horas Magistrales/semana = 

1,5
 

CT 
Horas Tutoradas/semana = 1,5

 

 
 

HORAS NO 
PRESENCIALES: 

67,5 

AT 
Actividades 

Tutoradas/cuatrimestre = 30 

AI 
Actividades 

Independientes/cuatrimestre = 
37,5 

 AT 
Actividades  

Tutoradas/semana = 2 

AI 
Actividades 

Independientes/semana = 2,5 

Horas trabajo alumno/semana = 5 horas 

 
 

  Organización docente de la asignatura  

     Distribución de la asignatura 

CONTENIDO CM 
(horas)

CT 
(horas)

AT 
(horas) 

AI 
(horas) 

BLOQUE TEMATICO 1 
INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES SEMICONDUCTORES 

 
1.1. Propiedades electrónicas de los materiales 
1.2. Propiedades ópticas de los materiales 

 
 

 
1,00 
0,5 

   
 
 

0,5 
0,5 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 
2.1. Construcción y utilización del diagrama de Energía de banda 
(eV) / Longitud de onda (�m). 
2.2. Resolución problemas y ejercicios 
2.3. Cuestiones cortas 
2.4. Monografías sobre materiales semiconductores 

  
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,5 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,5 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 

3.1. Trabajos realizados en clase 
3.2. Participación en clases 
3.3. Ejercicios cortos 
3.4. Monografía 
 

  

 

0,5 

  

 
0,5 

BLOQUE TEMATICO 2 
CIRCUITOS IMPRESOS 

1.1. Técnicas de diseño 

 
 
0,5 
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1.2. Técnicas de realización 
1.3. Ejercicios 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 
2.1. Diseño de un circuito impreso 

  
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

3.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT)                   
2.1. Prácticas de simulación de un circuito 

  
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

4.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 
4.1.Revisión de trabajos realizados 

  

0,5 

  

0,5 

BLOQUE TEMATICO 3 
CIRCUITOS INTEGRADOS HÍBRIDOS DE CAPA GRUESA 

1.1. Diseño de resistencias 
1.2. Técnica de serigrafía 
1.3. Ajuste de resistencia 

 
 

 
1,0 
1,0 
1,0 

   
 
 

0,5 
0,5 

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 
2.1. Cálculo de diseño de resistencia.  
2.2. Ajuste de resistencia 
2.3. Cuestiones cortas 

  
1,0 
0,5 
0,5 

 
1,0 
1,0 
1,0 

 
1,0 
1,0 
1,0 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 

3.1. Trabajos realizados en clase 
3.2. Participación en clases 
3.3. Monografía 

  

0,5 

0,5 

  

0,5 
0,5 

BLOQUE TEMATICO 4 
CIRCUITOS INTEGRADOS HÍBRIDOS EN CAPA DELGADA 

1.1. Técnicas de depósitos en vacío 
1.2. Evaporación en vacío 
1.3. Pulverización catódica 
1.5. Depósito por plasma 
1.6. Pureza de depósitos 
1.7. Ejemplos de circuitos integrados híbridos. 

 
 

0,5 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 

   
 
 
0,5 
0,5 
 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 
2.1. Proceso tecnológicos de depósitos de capas delgadas en vacío
2.2. Trabajos realizados en clase 
2.3. Participación en clases 
2.4. Monografía 

  
0,5 
1,0 
1,5 
0,5 

 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
1,0 
2,0 
1,0 
1,0 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 
3.1. Trabajos realizados en clase 
3.2. Participación en clases 
3.3. Monografía 

  

0,5 

0,5 

  

1,0 

1,0 
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BLOQUE TEMATICO 5 
CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLÍTICOS 

1.1. Obtención de los substratos semiconductores 
1.2. Estructuras de componentes electrónicos 
1.3. Crecimiento epitaxial 
1.4. Técnica de fotolitografía 
1.5. Oxidación térmica 
1.6. Difusión térmica 
1.7. Implantación iónica 
1.8. Metalización 
1.9. Ejemplo de fabricación de un circuito integrado 
1.10. Etapas finales. 

 
 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
0,5 
0,3 
1,0 
0,2 

   
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 
 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 
2.1. Descripción de la obtención del silicio 
2.2. Realización de estructuras de componentes electrónicos 
2.3. Utilización de ábacos y familiarización con escalas 
2.4. Modelos matemático de los procesos tecnológicos 
2.5. Cálculos de oxidación y dopado en el silicio 
2.6. Proceso de fabricación completa de un circuito integrado. 

  
0,5 
1,0 
0,5 
1,0 
1,0 
0,5 

 
1,0 
1,5 
1,5 
3,0 
3,0 
2,0 

 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 

3.1. Trabajos realizados en clase 
3.2. Participación en clases 
3.3. Monografía 

  

0,5 
0,5 
0,5 

  

0,5 
0,5 
1,0 

BLOQUE TEMATICO 6 
CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES 

1.1. Métodos de caracterización en electrónica 
1.2. Caracterización eléctrica 
1.3. Caracterización óptica 

 
 
 

1,0 
0,5 
0,5 

   
 
 
 

0,5 

2. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 
2.1. Cálculo por el método de cuatro puntos 
2.2. El efecto Hall 
2.3. Reflectancia y transmitancia óptica 

  
0,5 
0,5 
0,5 

 
1,0 
1,0 
1,0 

 
0,5 
0,5 
0,5 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 
3.1. Trabajos realizados en clase 
3.2. Participación en clases 

  

0,5 

  

0,5 

0,5 
BLOQUE TEMATICO 7 

CALIDAD Y FIABILIDAD DE CIRCUITOS INTEGRADOS 

1.1. Modelos temporales 

       Modelo de Weibull 

       Modelo exponencial 

       Modelo de Gauss 

       Modelo de Galton 

1.2. Modelos físicos 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

   

 

 

0,5 

0,2 

0,3 

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 

2.1. Utilización de escalas lineales, logarítmicas y semi-logarítmicas

2.2. Construcción de ábaco de Weibull 

  

0,5 

0,5 

 

1,0 

1,5 

 

1,0 

0,5 
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2.3. Construcción del ábaco de Gauss 0,5 1,5 0,5 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 

3.1. Trabajos realizados en clase 

3.2. Participación en clases 

  

0.5 

  

0,5 

0,5 
BLOQUE TEMATICO 8 

PERSPECTIVAS DE LA TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA 

1.1. Tendencias  de la tecnología electrónica 

 

 

1,0 

   

 

0,5 

2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT) 

2.1. Investigación en materiales 

2.2. Lectura de artículos científicos 

  

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. 

3.1. Monografías 

  
0,5   

0.5 

22,5 22,5 30 37,5 

  Métodos de evaluación  
 

CRITERIO DE EVALUACION %  

Evaluación Continua (Actividades de Aprendizaje) 
Todas las actividades de aprendizaje serán tomadas en cuenta en la 
evaluación continua: Participación en clases, trabajos dirigidos, 
respuestas a preguntas cortas, monografías, lectura de artículos de 
cultura científica, asistencia. Esta nota corresponde al 70% del total de 
nota de evaluación de la asignatura. 

 
70 

      Examen Final 
Habrá un examen final que comprenderá toda la materia explicada 
durante el curso.  
La nota de este examen corresponde al 30% de total de la nota de 
evaluación. Este constará de ejercicios y cuestiones. 

 
 

30 

TOTAL 100 

Observaciones 
 
 

  Bibliografía  
 
 
1. Tecnología Microelectrónica, Apuntes de Asignatura, Mauro Lomer, 2007 
2. Hadbook of Semiconductor Technology, Vol. 1 y 2 , K.A. Jackson and W. Schroter, Wiley, New 
York, 2000.  
3. VLSI Technology”. Edited by SZE. McGRAW-HILL, 1990.  
4. Nanoelectronics: Principles and Devices, Mircea Gradoman and Daniela Gragoman, Artech 
House, 2006. 
 
 
 
 
 


